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Bio-SiO2粒の配列制御が欠かせない。しかし、空間的な選択性を有する silaffin 固定化法は確立されていない。 




考えられる。ところが実際の GaAs 表面酸化膜は、厚みが3nmと非常に薄く、熱的に不安定な As 系酸化物(As2O3










silaffin を核に Bio-SiO2 粒が選択的に吸着されることを観察した。これらの機
能は、GaAs 基板表面上への Bio-SiO2の自発的な整列化制御への一歩と考えら
れる。silaffin ペプチドと表面 As 系酸化物との反応機構の詳細は明らかではな
いが、silaffin ペプチドが電子対供与体、As2O3は電子対受容体として機能する
ことにより、化学吸着が誘起されると考えられる。 
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